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Siemens Transistor AF126

Nicht filr Neuantwicklung

AF 124, AF 125, AF 126, AF 127

Datasheet

PNP-Hochfrequenz-Transistoren

AF 124, AF 125, AF 126 und AF 127 sind diffusionslegierte PN P-Germanium-Hoch-
frequenz-Transistoren im Gehduse 18 A4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlisse sind
vom Gehduse elektrisch isoliert. Der Transistor AF 124 ist fir die Verwendung in
UEW-Vorstufen geeignet. AF 125 fir UKW-Mischstufen sowie fiir Vor- und Misch-
stufen im KW=, MW- und LW-Bereich, AF 128 fir ZF-Verstarker in AM-FM-Emp-
fangern sowie fir Vior- und Mischstufen im MW- und LW-Bereich. AF 127 fir Vaor-
und Mischstufen im MW-u. L\W-Bereich sowie fir ZF-Verstarker in AM-Empfangern.

Typ | Bestellnummer _
AF 124 Q60106-X124-A1 s né .
AF 125 Q601068-X125-A “
AF 126 Q60108-X126-A i #WE
AF 127 Q60106-X127-A 1358 e aﬁhlll

Gawicht etwa 0.4 g Make in mm

| AF124, AF125

Granzdaten AF126, AF127
Kollektor-Emitter-Spannung —UegR 3 W
Kollektor-Basis-Spannung —ego 32 W
Emitter-Basis-Spannung —Lepn 1 W
Kollektorstrom I 10 maA,
Emitterstrom Ie 11 mA,
Emitterstrom I 1 ma,
Basisstrom —Ig 1 s
Spemschichttemperatur T 761 *C
Lagertemperatur s =55 bis + 76 C
Gesamtverlustleistung [ . 60 mWw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht = Luft Aihau = 750 grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Rinae = 400 grd [\W

Y} abhinglg vom Verhaltnds 2y [Zp (siehe Grenzkurve),

*) Kurzzeitiga Oberschreitungen bis T = 80 °C sind zugelassen (jadoch nicht als Betriebswaert),
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AF 124, AF 125, AF 126, AF 127

Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Kollektor-Basis- Reststrom

(=Uepe = BV) —Icho 1.2 (= B) | pA
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung

(Icpn = 50 pA) =Uipr)cea = 32 v
Emitter-Basis- Durchbruchspannung

(—Iggo = 50 &) =Uamieno 1.5(=1) | V

Flr folgenden Arbeitspunkt gilt:

Ty | AF124, AF 125, AF 126, AF 127

~Uce Ig Iy B —Ugag

v mA pA I /1y v

6 | 1 7 (< 25) 140 (> 40) | 0.27 (0.21 bis 0,33)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) | AF 124
Arbeitspunkt: (Ig =1 mA; =Ues = 6 V)

Transitfrequenz fr 75 | MHz
Dynamische Stromverstarkung (=1 kHz) Ba 160 -
Rauschmal (f = 100 MHz: Rg = 60 0Q) F 8 (=< 9.5) dB
Arbeitspunkt: (I = 1 mA; =Ugg = 6 V; f = 100 MHz) "

F1ip = 15 mSE | yy2p | = 0,45 mS | ¥z ! = 16 mS Faapy = 0.3 mS
=bygp = 3.1 mS ~Faz = 1107 Pap = 95° Bgzy = 1.6 M5
Cyw =6pF Cizn = 2.5 pf

) Die Werte sind mit 5 mm langen AnschluldrBhten gemessen,
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AF 124, AF 125, AF 126, AF 127

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) | AF 125

Arbeitspunkt: (—Iz = 1 mA; —U-g = 6V F = 100 MHz)"

i = 15 I'I'IS I_'p'rigbl -45{1!1.5 IY2'|h| = 156 mS oo & G,aﬁms
—brys =31 MS  —pay =110° @210 = 96° boay =1.6mS

Arbeitspunkt: (=Ig = 1 ma; =Uee = 6V F = 10,7 MHz)

Fire =13 m5 I¥i2e | = BOpS I¥2101 = 34 m5 Frze = 26 p5

By = 44 m5 —P12o = 100" —Fa1e = 25° Bype = 2005

Arbeitspunkt: (—Jz = 1 mA: —Uce = 6V F = 450 kHz)

Ti1e = 260 uS lyize | = 415 lyzsq | = 37 mS Jz2e = 15

by, = 200pS ~Pize = 30° Fa1, =0 Bsze =11 pS

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) | AF 126 J

Arbeitspunkt: (=I = 1 ma; —Uge = 6V: F = 10,7 MHz)

Fue = 1.7mS Iz | = 100 S 1¥210 | = 32 mS Oz2. = #0ps

byye = 40mS —Prize = 100° —P21. = 257 bgs, = 235 pS

Arbeitspunkt: (=Ig = Tma; =Uep = 6 V; Ff = 480 kHz)

G11s = 250pS | ¥ize | = 4 pS | Y210 = 37 mS Gaze = 1p5

by = 200 usS —fze = 30° 21 =0 bBage =115
=Cy2. =16pF

Dynamische Kenndaten (7, = Z5°C) | AF127

Arbeitspunkt: (=Iz = 1 mA; =Uee = 6V F = 450 kHz)

Giie = 250puS Iyiza | = 45 1 ¥214 1 = 37 m3 J22s = 1uS

B11s = 200 pS —Fi2s = 307 Pz1a =0 Ba2s = 11pS

—C1?. =15 PF

"y Diie Werte sind mit & mm langen AnschluBdrdhten gemessen,
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AF 124, AF 125, AF 126, AF 127

MeBschaltung fur Leistungsverstarkung
Voe™= 14 (> 12.5) dB bei Ff =100 MHz

FsE02 1nF 1nF
— 0 I °
180 H
@ =100 Mitz []E [
5= zspF E-IIPF
af]
w—m— I
]
Nk H
H] ! - -§V
24103V

A ist so zu wahlen, dab die Parallelschaltung von Schwingkreis und Wirkwiderstand &
einen Lastwiderstand von 3.3 kQ ergibt,
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AF 124, AF 125, AF 126, AF 127

Temperaturabhangigkeit der
zulissigen Gesamtwerlustlaistung
Pior = F(T): Ry = Parameter
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Temperaturabhingigkeit Kollektor- Emitter- Sperrspannung
des Reststroms Jegg = (T} (Grenzkurve)
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Stromabhangigkeit der y- Parameter
g = &Y F =045 MHz
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Stromabhangigkeit der y- Parameter
~Ueg = BV f = 0,45 MHz
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Spannungsabhingigkeit der y- Parameter
=Ie =1 ma; M =100 MHz
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Spannungsabhingigkeit der y- Parameter
=Ie =1 mA; Ff = 100 MHz
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AF 124, AF 125, AF 126, AF 127

Spannungsabhangigkeit der y-Parameter
=fz =1 mi; f =045 MHz

AF 125, AF 126, AF 127
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Frequenzabhangigkeit der y- Paramater
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